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INTRODUCAO

Os primeiro estudos que apontam o uso de
cristais de Hgl, tetragonal para deteccdo de
radiacdo datam da década de 70 com
estudos de W. F. Schnepple!. Entretanto, as
pesquisas com este tipo de semicondutor
foram postas de lado quando os estudos
com Ge foram se mostrando mais
promissores; porém, o Ge somente
apresentava uma boa resolugdo quando
operava a baixas temperaturas. Sendo
assim, a construgdao de um detector que
operasse em temperatura ambiente com
boa resolugao ainda era um desafio aos
pesquisadores. Foi entdo que, na década de
90, novos estudos com o Hgl, e Pbl, foram
surgindo, pois eles apresentaram melhores
resultados para utilizagdo em temperatura
ambiente. Por ter uma técnica de
crescimento bastante conhecida, o PI, foi
inicialmente tomado por grande parte dos
pesquisadores com objeto de estudos, mas
suas limitagdes ficaram evidentes em
poucos anos de pesquisa e agora um novo
nicho na pesquisa dos semicondutores
detectores de radiagao puderam ser posto a
prova: este é o Hgl, tetragonal, posto de
lado no passado por dificuldades como
equipamentos rudimentares e pela presenga
de outros cristais que eram aparentemente
mas faceis de se trabalhar, o Hgl,
tetragonal reaparece como um desafio aos
pesquisadores da area.

OBJETIVO

O  objetivo  deste trabalho é o}
desenvolvimento de uma metodologia para
a preparagao de cristais de Hgl, tetragonal
adequados para sua utilizacgdo como
detectores de radiacdo.

METODOLOGIA

Pesquisas bibliograficas foram realizadas a
fim de construir uma base sdlida para
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posteriores atividades praticas, bem
como tomar conhecimento do estado de
arte do desenvolvimento do Hgl, Foi
realizado o crescimento dos primeiros
cristais pelo método de solucdo de acetona
saturada de Hgl, e KI.

A pesquisa bibliografica foi, a principio,
orientada de modo a fornecer possibilidades
de materiais potencialmente plausiveis de
se tornarem detectores semicondutores.
Com base em estudos foi levantada a
possibilidade de se utilizar, dentre outros, o
cristal de iodeto de mercurio tetragonal;
este foi escolhido para estudos pois existe
uma quantidade mediana de trabalhos
cientificos que podem fornecer parédmetros
para comparacao dos resultados obtidos,
podendo-se assim delimitar o nUmero de
variaveis a serem analisadas em cada etapa
do desenvolvimento e compara-las com a
literatura.

O método escolhido para o crescimento dos
primeiros cristais foi o método de solugao
saturada, um meétodo largamente utilizado
no crescimento de cristais. Entretanto, para
realizagdo deste método, o sal deve ser
solubilizado e o sal de Hgl, é praticamente
insolivel em agua e tem uma solubilidade
baixa em solventes orgadnicos. Um modo de
tornd-lo mas solivel é formando um

complexo com KI e esse complexo sim é
soliuvel em solvente organico (acetona)
como pode ser visualizado na sequliéncia de
figuras a segquir:

Figura 1 - sal de KI ~ Figura 2 - sal de Hgl,




Figura 4 - solugao
sob agitacao apés
formagao do
complexo

Figura 3 - solugao
sob agitagao antes
da formacdo do
complexo

A solucdo formada foi entdo deixada em
repouso coberta por papel de filtro e as
laterais seladas para tornar a evaporagao do
solvente bastante lenta, o que €& de
fundamental importancia para a formagao
de um bom reticulo cristalino (figura 5). A
medida que o solvente se evapora o sal de
HgI, se aglutina no fundo do beéquer por
apresentar uma solubilidade menor; assim
sdo formados pequenos cristais que
posteriormente serdo utilizados como
sementes (figura 6) para crescimento de
cristais maiores em uma nova solugao.

Figura 6 - sementeg

Figura 5 - bequer
gerador de sementes

Esses pequenos cristais foram selecionados
visualmente de acordo com sua orientagao,
e aqueles que apresentavam uma boa
orientacdo reticular foram novamente
submetidos ao processo de crescimento.
Para evitar que o crescimento fosse

restringido em uma das faces do cristal pelo
contato com a parede do béquer, os cristais
escolhidos foram suspensos por um fino fio
de teflon (figura 7). O cristal jd3 com o
tamanho esperado (figura 8) foi clivado com
a finalidade de comprovar sua orientagao
em planos cristalinos (figura 9).

Figura 7 - Figura 9 -
cristal na cristal com  cristal clivado
ultima tamanho apresentando

etapa do final orientagao

crescimento em plano
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RESULTADOS

Na primeira fase do crescimento os cristais
de Hgl, tetragonal apresentaram um
comportamento esperado, com cristais da
ordem de 1 a 3 milimetros.

Os cristais de Hgl, tetragonal apresentavam
um crescimento excepcional na sua massa
da ordem de 150 a 250% quando
comparados a primeira fase de crescimento.
A clivagem demonstrou uma grande
fidelidade ao plano de crescimento do
cristal.

CONCLUSAO

O método de crescimento de cristais de Hgl,
por solugdo se mostrou adequado aos
propositos deste trabalho.
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